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Sintese de dissulfeto de molibdénio (M0S2) sobre substrato de Si/ SiOzvia
dispersao de solucao de (NH4)2Mo0S4

Na medida em que a miniaturizacdo de transistores feitos a base de silicio
chegam ao seu limite, materiais bidimensionais, isto €, compostos lamelares com a
espessura de alguns atomos, estdo ganhando cada vez mais importancia em
pesquisa e desenvolvimento. Dentre estes materiais ha o dissulfeto de molibdénio
(MoS2), um dicalcogeneto de metal de transicdo (TMD). Investigou-se neste trabalho
a sintese de MoS:2 sobre a superficie de um substrato de Si/ SiO2 por disperséo de
tetratiomolibdato de aménio (NHs)2MoS4 sobre a superficie do substrato.!ll. Para a
sintese, preparou-se uma solugdo de (NH4)2M0Ss4 (325 mg em 25 mL de uma
mistura 4:1 de DMF e butilamina) que foi dispersa sobre o substrato. Apos o spin-
coating, as amostras eram secas a temperatura ambiente. A amostra € entdo levada
ao forno tubular pré-evacuado. As etapas reacionais foram divididas em duas partes.
Na primeira, ocorria o processo de reducao do molibdénio. Com um fluxo de forming
gas (Ar / H2), a amostra era levada para a zona quente do forno quando esse
atingisse 500° C, ficando nessa temperatura durante uma hora. A segunda etapa era
onde ocorreria a sulfurizacdo da amostra. Em zona fria, mudou-se o fluxo para
apenas de gas inerte. Utilizou-se como fonte de enxofre 100 mg dele sélido em um
cadinho distante da amostra, onde foi aquecido até sublimacdo em um forno auxiliar.
A amostra era levada até a zona quente do forno na temperatura de 1000° C,
permanecendo nessa temperatura durante 30 minutos. Todas as amostras também
foram realizadas em pressdao atmosférica. Utilizando espectrometria de
retroespalhamento Rutherford (RBS), verificou-se que a melhor homogeneidade
ocorreu em amostras que foram depositadas uma gota de solucéo via pipeta Pasteur
por spin-coating, com rotacdo de 500 rpm durante um minuto. Com esses dados,
realizaram-se nas amostras as etapas reacionais no forno. Porém, os espectros de
XPS mostraram que nao houve sulfurizacdo das amostras, o que nao levou a
formacdo de MoS2 nas mesmas. Os resultados obtidos com a utlizagdo do
(NH4)2M0S4 como precursor até o presente momento ndo foram totalmente
satisfatérios e conclusivos, necessitando de estudos para melhoria na
homogeneidade de deposicao e controle reacional, os quais ja estdo em andamento.
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